
TDMASを用いた ALD-SiO2ゲート絶縁膜の SiC-MOSキャパシタ特性 

Electrical characteristics of SiC-MOS capacitors with an ALD-deposited SiO2 using TDMAS 
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【はじめに】SiCはパワーデバイス材料として

優れた物性値を持ち、次世代のパワーデバイス

として SiC-MOSFET の普及が期待されている

[1]。従来, SiC-MOSFETには熱酸化による SiO2

ゲート絶縁膜が用いられてきたが、SiCの熱酸

化には面方位による酸化速度の異方性がある

[2]。このためトレンチ型MOSFETにおいては

堆積法によるゲート絶縁膜の形成が望ましい。

今回, 堆積法によるゲート酸化膜の界面特性

を検証するために, トリスジメチルアミノシ

ラン(TDMAS: SiH(NCH3)2)3)をプリカーサとし

た原子層堆積 (ALD) 法[3]を用いて 4H-SiC 上

に SiO2ゲート絶縁膜を形成した。 

【試料作製方法】n-SiCエピウエハを化学洗浄

した後、TDMAS、および、酸素プラズマを酸

素供給源とした ALD で SiO2を 40nm 堆積し

た。その後、酸素雰囲気(1 atm)の石英炉で 1000 

oCから 1100 oCの堆積後熱処理(PDA)処理を行

った。RFスパッタリング法によるWの成膜と

反応性イオンエッチング(RIE)によるエッチン

グで、Wをゲート電極とするMOSキャパシタ

を作製した。最後にMOSキャパシタを FG(3%

水素)雰囲気中 420oCで 30分間熱処理した。 

【測定結果】PDA 温度が高くなるほどフラッ

トバンド電圧(Vfb)、およびヒステリシス量(V)

が低下することが分かった。図 1に比較的良好

な特性が得られた 1100 oC の PDA による SiC

キャパシタの容量電圧(CV)特性を示す。ゲート

電圧を負から正、また正から負に掃引した際、

CV曲線は時計回りのヒステリシスを示したこ

とから、SiO2へ電子がトラップされたものと考

えられる。ヒステリシス量は測定周波数が  

100 kHz のときに 0.12 V であったため、 

6.5×1011 cm-2のボーダートラップが界面近傍に

存在するものと考えられる。 

【まとめ】TDMASを用いて成膜した SiO2ゲー

ト絶縁膜の SiC-MOSキャパシタの試作を行っ

た。1100oCの PDAを行うことで、ヒステリシ

スは残るものの比較的良好な CV 特性が得ら

れた。 
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Figure 1 CV characteristics of a SiC MOS capacitor 

with an ALD-SiO2 gate dielectric. 
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